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Miioyyon edilmigdir ki, 142-294K temperatur intervalinda
ganunu ilo dayisir. In1-xSmxSe monokristallarinda In atomlar1 Sm atomlart ilo avoz edildikcs,

elektrikkegciriciliyi 0=0,e AE/KT

In1xSmxSe (x=0,01; 0,03; 0,05; 0,07) kristallarinin

defekt morkazlorinin yerlogsmo dorinliyi azalir. Gostorilmisdir ki, Holl omsali asagi temperaturlarda temperaturdan asili deyil,
In1.xSmxSe monokristallarinda In atomlar: Sm atomlart ile ovaz edildikcs, Holl amsalinin qiymsti azalir va yiikdastyicilarin

konsentrasiyasi artir.

Acar sozlar: In1.xXSmxSe, monokristallari, Holl amsali, yiiklonmis defekt markoazi, nadir torpaq elementlori, elektrik kegiriciliyi,

tomizlonma.

PACS: 71.20.Nr Yarimkegirici birlosmolar;72.20.Fr Asagi temperaturlarda dasimalar va yiiriiklik.

GIRIS

A3BE tipli yarimkegiricilorde kimyavi birlogmo-
larin va onlarin elektron xassoalorinin spesifikliyi valent
elektronlarinin qosalasmamis sayina gors yaranir. CaSe
(InSe, CaTe) tipli belo tam valentli olmayan birlogsmalor
adoton layli vo zoncirvari qurulusda kristallasir. Oz
unikal xassalorino gors bu kristallar giinas elementlori
[1, 2], optik modulyatorlar [3, 4], rentgen detektorlart
[5, 6], niivo reaktorlarinda radioaktiv 6lgmo cihazlar
[7], tozyiq vericilari yaratmaq tgiin alveriglidir [8 ].
[9,10]-a gora, yarimkeciricilori nadir torpaq element-
lori (NTE) ilo agqarladiqda asagi hallolma gabiliyyatina
vo NTE materiallarda tomizlonma gabiliyystino malik
olur ki, bu da, agqarlarinin konsentrasiyasinin azalmasi
Vs yiikdastyicilarin yiiriiklityiiniin artmasi ilo slagodar-
dir. Kristallarda indium atomlarinin NTE-nin atomlar1
ilo ovoz edildikds donor tipli saviyyslorin yiiksalmoasing
getirir ki, bu da n —tip kegiriciliyin yaranmasina sorait
yaradir. InSe-do In atomlarinin koordinasiya ododi 4,
Se atomlarinin koordinasiya adadi iss 3-diir. Uygun
olaraq 4 koordinasiyali In atomu 3 koordinasiyali Se
atomu ilo tetrayedrik slags yaradir vo 1 In atomu s?p
elektronu osasinda sp® hibridlonir [11,12]. Yuxarida

gostarilonlar indium vo samarium selenidlori arasindaki |

kimyavi olagonin tobiotinin oxsar oldugu qonastins
golmoaya imkan vermakls yanasi InSe vo SmSe arasinda
bark mohlullarin amolo galmosini miisyyanlosdirmays
imkan verir.

TOCRUBO VO NOTiCOLORIN MUZAKIROSI

142-294K  temperatur intervalinda Ini,SmySe
(x=0,01; 0,03; 0,05 vo 0,07) kristallarinin elektrik xas-
solorinin temperatur asililigi todqiq edilmisdir. Bu mog-
sadla In-In 000, Se B-3 vo Sm CM-1 markal1 element-
lordon istifado olunmusdur. In, Sm, Se kimyoavi ele-
mentlori dogranilaraq, kvars ampulaya doldurulmus va
10 Pa tozyigo godar havasi sorulmusdur. Bundan son-
ra ampulanin agzi lehimlonmisdir. Bunun ii¢iin birbasa
sintez metodundan istifade edilmisdir. InixSmySe
(x=0,01;0,03 ; 0,05 vo 0,07) monokristallar1 saquli
Bricmen iisulu ilo yetigdirilmisdir. Ampulanin sobada
horakat siirati 0,3 sm/saat olmusdur. Yaranan kristallar
DTA, RFA vo mikromohkomlik dlgmalori ilo todqiq
edilmisdir. Omik kontaktlar olaraq giimiis pastasindan
istifado edilmisdir. Kontaktlar niimunolarin oks sathlo-
rinds qarsi-qarstya yerlosdirilmisdir. Niimuna paralle-
lepiped soklinds vo asagida gostorilon 6lgiido hazir-
lanmisdir 10x4x2mm?3.

Codval 1.

In1xSmySe (x=0,01; 0,03; 0,05; 0,07) bark mohlullarinin bazi xassalari

InSe Qofas sabitlori c/a Elementar Koordinasiya | Sixliq p
A dzayin adadi Z g/sm-3
Mon% | a c c/a hacmi
A3
100 4,04 16,93 | 4,18 | 240,44 4 572
99 4,05 16,93 | 4,18 | 240,44 4 573
97 4,09 16,97 | 4,15 | 246,72 4 5,76
95 4,12 16,98 | 4,12 | 249,54 4 5,80
93 4,16 17,02 | 4,09 | 254,99 4 584

Onlarin elektrik xassalorinin temperatur asililigi dyranilmisdir. Gostarilmisdir ki, biitiin temperatur inter-
valinda elektrikkegiriciliyi eksponensial 6=0,e~2E/XT ganununa tabe olur.
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Sokil 1. Miixtalif torkibli In1xXSmxSe monokristallarnin elektrikkegiriciliyinin temperatur asililii: ayri B- x=0,01; ayri

C-x-0,03; ayri D-x=0,05 vo ayri E-x=0,07.

Sokil 1-dan goérindaya Kimi Ini.xSmySe kristalla-
rinin torkibinds Sm atomlarinin migdar: artdigca, elek-
trikkegiriciliyinin giymoti artir. Hor bir torkib tigtin ay-
riligda samariumun yaratdig: defekt markozlorinin yer-
lagma dorinliklari hesablanmis va codval 2-dos verilmis-
dir

! 142-294K  temperatur intervalinda  In1,SmySe
(x=0,01, 0,03, 0,05 vo 0,07) kristallarmin Holl amsali
tocriibi olaraq miioyyon edilmisdir.

Cadval 3.
In1xSmySe (x=0,01, 0,03, 0,05 vs 0,07)

Codval 2. yiikdastyicilarin Holl omsali vo konsentrasiyasi
Defekt markazlorinin yerlosma darinliklori
Kristallar Holl yiikdastyicilarim
Bork mohlullar | Bark mohlullarin omsal, konsentrasiyast,
defekt sm3¥/Kl nsm?
markoazlarinin InSe 6,25-10* | 1-10*
yerlosmo Ino,99Smo,01Se | 8,9-10° 7-1014
darinliklori, eV Ino,97Smo,03Se | 1,56-103 4-1015
In0,99Smo,01Se 0,09 INo,95SMo,055e | 1,76-102 1,76-10%6
In0,97Smo,03Se 0,03 Ino,93Smo,07Se | 7,8-10% 8-1016
In0,95Smo,0Se 0,01
Ino 93Smo,07Se 0,01 Bu codvaldon gériiniir ki, InixSmySe monokris-

In1xSMySe monokristallarinda In atomlart Sm
atomlar ilo ovaz edildikco, defekt markozlorinin yer-
losmo dorinliyi azalir.

tallarinda In atomlar1 Sm atomlar1 ilo avoz edildikcs,
Holl amsalinin giymati azalir va yiikdastyicilarin kon-
sentrasiyasi artir (s0K.2).
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Sokil 2. Miixtolif torkibli In1-xSmxSe monokristallarinin Holl amsalinin temperatur asilihigi: B-x=0,01; C-x=0,03;
D-x=0,05; E-x=0,07.
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NOTICO

Miioyyon edilmisdir ki, 142-294K temperatur in-
tervalinda In;SmySe (x=0,01; 0,03; 0,05; 0,07) kris-
tallarmin elektrik kegiriciliyi o=0,e~2E/XT ganunu ilo
dayisir. In1xSmySe monokristallarinda In atomlar1 Sm

atomlar1 ilo ovoz edildikco, defekt morkazlorinin
yerlogmo dorinliyi azalir. Gostarilmisdir ki, Holl omsali
asag1 temperaturlarda torkibdon asili oldugu halda tem-
peraturdan asilt deyil. In;xSmySe monokristallarinda In
atomlar1 Sm atomlart ilo ovoz edildikcs, Holl omsalinin
giymoti azalir va yiikdasiyicilarin konsentrasiyasi artir.
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G. I. Isakov, A. A. Ismayilov, M.C. Nejefzade, V.l. Eminova, A. A. Ismayilov, A.B. Maharramov

EFFECT OF REPLACING IN ATOMS WITH SM ATOMS IN Ini1xSmxSe
SINGLE CRYSTALS ON ELECTRICAL

It is shown that in the temperature range 142-294K the electrical conductivity of (x=0.01; 0.03; 0.05; 0.07) crystals
changes according to the law o=c,e™2E/KT, In In1.xSmx Se single crystals, when In atoms are replaced by Sm atoms, the depth
of occurrence of defect centers decreases. At low temperatures, the Hall coefficient does not depend on temperature. As Ini.
xSmx Se single crystals are replaced by Sm atoms, the value of the Hall coefficient decreases, and the concentration of charge

carriers increases properties.

I''A. UcaxoB, A.A. UcmanioB, M./Ixx. Hapkad3zane, B.A. ImunoBa, A.A. UcmaumioB, A.b. Mareppamos

BJIMSAAHUE YACTUYHOI'O BAMEIEHUSA ATOMOB In ATOMAMH Sm
B MOHOKPHUCTAJLJIAX InSe HA DJEKTPUYECKHUE CBOMCTBA

[TokasaHo, uTo B MHTepBase Temieparyp 142-294K.snekrpornpoBogHocTs KpuctamioB InixSmxSe (x=0,01; 0,03; 0,05;
0,07) usmensiercs 1o 3akony 6=0e “E/KT B momoxpucramiax Ini«SmxSe npu 3amemenun atomoB In aTomamu Sm riy6una
3aneranus Ae(eKTHBIX IIEHTPOB YMeHbImaeTcs. [Tpi HU3KUX TeMIepaTypax ko3(Guiuent Xomna He 3aBUCHT OT TEMIIEPaTYpHI,
ITo Mepe 3aMelEHHs MOHOKPHCTAIIOB Ini»SMxSe aTomamm Sm 3HaueHme koddduuuenta Xojia yYMEHBIIAeTCs, a

KOHICHTpalus HOCHTENEH 3apsaa yBEINIUBACTCA.
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